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マイクロビーム装置の更新と特性評価
サンビーム設備更新報告５

要 旨
サンビームＩＤ（ＢＬ１６ＸＵ）のマイクロ装置は，ピンホールを仮想光

源とするK-B配置の楕円筒面反射鏡を用いている。このため，高輝度

でビーム位置の安定したマイクロビームを形成できることに特徴があ
る。本更新により，ビームサイズ0.4µm□を利用した蛍光，XAFS, 回
折測定が可能し，応用範囲の拡大を図った。また，円偏光を利用した
磁気測定や粉末試料の精密構造解析等，新たな利用開拓を計って
いる。
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材料評価

2D,3Dイメージング

XAFS: X-ray Absorption Fine Structure,  
XRD: X-Ray Diffraction
XRF: X-Ray Fluorescence
XMCD: X-ray Magnetic Circular Dichroism

μ-XAFS，μ-XRD
μ-XRF，μ-XMCD

放射光分析

X線吸収構造解析（XAFS）
X線回折法（XRD）
蛍光X線分析(XRF)

微小領域の分析

液体窒素冷却分光器
高精度ゴニオメータの導入

更新設備

マイクロ装置更新の狙い

更新後マイクロ装置全景
K-B集光光学系

垂直回転軸試料台

更新後のマイクロビーム装置の外観

水平回転軸試料台
イメージングプレート台
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楕円筒面ミラーを用いたＸ線マイクロビームの形成方法
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6.5 1.3 1.5 26 1.0 0.27 0.6 0.5 180 14.5 3.5 84 

9.2 1.2 1.3 300 75 53 0.5 0.45 110 74 55 7.2 

10.0 1.0 1.2 250 65 46 0.5 0.45 300 60 60 7.0 

12.0 1.4 1.3 83 32 18 0.4 0.4 44 13.8 5.6 3.5 

I1：ピンホール下流の強度
I2：楕円筒鏡直前の強度
I3：焦点位置下流の強度

設備更新前後での集光ビーム性能
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更新前集光ビーム測定
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1秒積算)

標準試料のSEM写真
(カタログデータ)

更新後集光ビーム測定
結果(ビームサイズ：

0.4µm，1秒積算)

サブミクロンの空間分解能で
蛍光分析が可能

1µmライン＆スペースパターンの蛍光測定
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設備更新後のマイクロXAFS測定例
Cuメッシュ：(a) 蛍光法，1秒積算, (b) 透過法, 1秒積算
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マイクロビームXAFS測定
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磁場印加装置
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Si二結晶単色器 トロイダルミラー

アンジュレータ

ダイヤモンド位相子を用いた円偏光Ｘ線ビームの形成方法
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BL16XUでの円偏光形成と磁気計測
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水平回転軸試料台を利用した
多結晶粉末の構造解析

1μm〜サブμm
集光ビーム
形成技術
偏光制御

X線光学

FZP集光装置の導入
更なる微小ビーム

の形成 FZP集光光学系

FZP: Fresnel Zone Plate

水平回転軸試料台による粉末回折測定
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direct beam stop: Al=2.736mm
 

水平回転軸試料台を利用しイメージング
プレートで測定した多結晶粉末回折
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Fresnel Zone Plate (FZP)を用いたX線集光法
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